SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - LEISTUNGSTRANSISTOR

fiir Senderanwendungen bei 13,5 V Speisespannung

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC TO0-39,
5 C 3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

BFW 46/2 N 3924

$048
- max
——
—
12,7min
VX 720033
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 36 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 18 V
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = max. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei 5G = 25% Ptot = max. T W
Sperrschichttemperatur 8 = max. 200 “C
Transit-Frequenz 5
bei UCE = 13,5 V, IC = 100 mA fT 2 250 MHz
Ausgangsleistung >
bei UCE = 13,5V, £ = 175 MHz P2 = 4 W
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BFW 46/2 N 3924

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis §

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0:

J max

)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei -UBE =1,5 V:

bei I

Emitter-Sperrspannung bei I, = 0:
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:

c

Gesamtverlustleistung:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Gehduse:

zwischen Gehduseboden und Kiihlkdrper

bei teilweiser Verwendung des Montagezubehidrs 56 218
bei Montagefolge a (Oberplatte - Kithlkdrper):

bei Montagefolge b
(Oberplatte - Isolierscheibe - Kiihlkdrper):

NZT300%8

75

PQO' max

W)

25

\

100 9 (C) 200

B

UCB o0 = mex. 36 V
UCE y = max. 36 V
= 0: UcE o = max. 18 V
UEB 0 = max. v
IC Ay = max. 0,5 A
IC M = maxe N A
Ptot = maXx. :
3J = max. 200 C
9g = min. -65 °C
8 = max. 200 °C
Ry 6 = 25 grd/W
Rengm - 1 erd/v
Ripg/x = 102 grd /v
10 manas
Ie
(A)
wahrend des
Abschaltens
1 mit -Ugg215V
fiir Av ung £ 233Q
mit 72 1MHz E$2mWs
N\
L/
{1
01
Erlaubter Arbeitsbereich
| Erlaubter Arb
¥
]
00t 1 . 100
! Uee (V)
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BFW 46/2 N 3924

Kennwerte: (bei 8, = 25°C, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Emitter-Reststrom

¥ <
bei UCE =15V, IB =0: . ICE 0 2 100 WA
bei UCE =15V, IB =0, SJ = 150 C: ICE 0 = 5 mA
Kollektor-Durchbruchspannung >
bei IC = 250 pA, IE = 0: U(BR) CB O = 36 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 5
bei IC z 400 mA, IB = 0: U(BR) CE 0 ; 18 \'
bei IC = 400 mA, —UBE =1,5V, RBE = 33 Q: U(BR) CEV = 36 v
Emitter-Durchbruchspannung
bei IE = 250 uA, IC = 0: U(BR) EB 0 = 4 A
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC = 250 mA, IB = 50 mA: UCE sat N 750 mV
Basisspannung <
bei UCE =5V, IC = 250 mA: UBE = 1,5 v
Gleichstromverstédrkung
bei UCE =5V, IC = 250 mA: B = 10...150
Transit-Frequenz >
bei UCE = 13,5V, IC = 100 mA: fT B 250 MHz
Kollektorkapazitidt <
bei UCB = 13,5 V, IE =0, f =1 MHz: c, = 20 pF
Realteil des Eingangswiderstandes <
bei Uop = 13,5 V, I, = 100 mA, f = 200 MHz: 1/ €110 = 20 Q
30 IEDEREEEE
EEEEES N .
C I,
c 9 = 25°C
(pF) f = 1MH
=0
20 .
10
y 30
0 10 20y, (v)
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BFW 46/2 N 3924

Betriebsdaten als HF-Verstarker, f = 175 MHz:

L

30pF |
I
A ! -4
| R,=50Q
ot 5 L
| T
(o, %L [ O
- Ub,,=l3,5V O+
L1: 1 wdg. 1,0 mm CuL, Innen-¢ 10 mm, Zuleitung 2 x 10 mm
L2: FXC-Drossel 4312 020 36641
Ly: 15 Wdgn. 0,7 mm Cul, Innen-§ 4 mm
L,: 3 Wdgn. 1,5 mm Cul, Ionen-¢ 12 mm, Zuleitung 2 x 20 mm
Ausgangsleistung und Wirkungsgrad o
bei U,, = 13,5V, I £ 420 mA, 9, =25 C,
CE C G N
P1 =1W, f =175 MHz: P2 = 4 W
' n g 70 %
Welligkeitsfaktor am Ausgang <
bei R_ = 50 Q: s B 2
g 2
1) Ldnge der Emitterzuleitung 1,6 mm
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BFW 46/2 N 3924

HHHH T o
1T TJ "o,
TEITIT 1 Y
800 1t 9, = 250CHTAD 8
Te o P, 3 = 25°C
(mA) woh (W) Uge = 13,5V
600 aErgass 6
A0 (e
1 X [}
75 mh; FSiE
T X
400 H RE 4 . 7 %4
f g %
‘J <
rlnr: X
200 RN B 2 “
as Ig = TmA[]
H 1
0 i 0
0 200 400y 00 O 100 200 74, 300
600
r 9, = 25°C - 800 U 13 !:;V
[/ f ce= 13
(MH2) Ce = T 'CE
s 235 ] (MH2) I =100mA
400 - 600 :
|| 10VITsy N
400
200
200
0 0
0 200 ’C {mA) 400 0 50 100 ¥(°C) 150
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BFW 46/2 N 3924

400 T 200 FHEHT, = 250 mA
Uce sar ;; = 25°C Uee sat lic;: 5
(mV) 7" (mV) : i

300 [ 150
200 100
100 © 50

0 L 0

0 200 I'OOIC(mA) 600 0 50 100y, (oc) 150
600
le 80

(mA) -
9 = 25°C. B
U225V -
400 CE 60
S, = 265C
40 Ucg= 5V
200
20
Ji
LA
0 0
0 05 Uge(V) 1 0 200 400 IC(mA)SOO
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Mechanische Daten:
Gehduse: Metall, JEDEC TO0-39,
5 C 3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Geh#use leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

BFW 47/2 N 3553

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - LEISTUNGSTRANSISTOR

fiir Senderanwendungen bei 28 V Speisespannung

@048
max
—
12,7min
VX 720033
Kurzdaten: ‘
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 65 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 40 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 1 A
Gesamtverlustleistung bei &G = 25°C Ptot = maX. T W
Sperrschichttemperatur 3J = max. 200 °c
Transit-Frequenz
bei UCE =28V, IC = 125 mA fT = 500 MHz
Ausgangsleistung S
bei UCE =28V, f = 175 MHz P, = 2,5 W
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BFW 47/2 N 3553

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o0 = max. 65 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei -UBE =1,5V: UCE y = max. 65 V
bei IB = 0: UCE o = max. 40 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 4 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV = max. 350 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: Ic M = max. 1 A
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. T W
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 200 °cC
Lagerungstemperatur: ss = min. -65 °C
03 = max. 200 °c
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Geh#useboden: Rth G é 25 grd/w
zwischen Gehduseboden und Kithlkérper
bei teilweiser Verwendung des Montagezubehors 56 218
bei Montagefolge a (Oberplatte - Kiihlkérper): Ry /K 1 grd/w
bei Montagefolge b <
(Oberplatte - Isolierscheibe - Kiihlkérper): Rth 6/K = 1,2 grd/w
75 V2730038 10 VZ?(:Z:
1T
Protmax k *% H
(a) Esh
() 2o |
$u ]
N\ (o3
i
5 N ! PR
fiir Aussteuerung mit f 21MHz ——° - H
\ §5%~
g4
\ H
N\ \\ 23
A |
01 1
% N Erlaubter Arbeitsbereich N
L)
\ 1
H
N\ |
|
\
. 0,01
o0 100 35 (°C) 200 1 10 Uge V) 100
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BFW 47/2 N 3553

Kennwerte: (bei 8; = 25°C)

Kollektor-Emitter-Reststrom

: <
bei UCE =30V, IB =0: ICE 0 = 100 pA
Kollektor-Durchbruchspannung
bei IC = 250 l.lA, IE = 0: 'U(BR) CB 0 65 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung N
bei IC 2 200 mA, -UBE = 1,5 V: U(BR) CEV ; 65 v
bei Ic = 200 mA, IB = 0: U(BR) CEo0 = 40 v
Emitter-Durchbruchspannung >
bei IE = 250 pA, Ic = 0: U(BR) EB O = 4 v
Kollektor-Emitter-Restspannung . <
bei IC = 250 mA, IB = 50 mA: Uon sat = 1 v
Basisspannung <
bei UCE =51V, IC = 250 mA: UBE = 1,5 \'s
Gleichstromverstidrkung .
bei UCE =51V, IC = 125 mA: B = 15...200
bei UCE =5V, IC = 250 mA: B = 10...100
Transit-Frequenz
bei UCE =28V, IC "= 125 mA: fT = 500 MHz
Kollektorkapazitidt <
bei UCE =28V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 10 pF
Realteil des Eingangswiderstandes <
bei U,p = 28 V, I, = 125 mA, f = 200 MHz: 1/ 854, = 20 Q
1000 S V2 730020 .
I Ugg= 5V
9 =25°C L A
(ma) Mittelwert a 7
——— Streuwerte / Vi ,//
7/ y i
100 / 4
Il
y.4
7
4 V4
Z
100,1 1 10 Ig (mA) 100
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BFW 47/2 N 3553

30pF
v
] i Y °
30pF, [ Al
ﬂ#‘ I
I : RL=SOQ
R,=50Q o=2= ?Ls 30pF o¢=
’ /] { , be
o— $ %)
L == 10nF
— T
6
- +*
UMI:ZGV
L1: 1 Wdg. 1,0 mm CuL, Innen-¢ 10 mm
L2: FXC-Drossel 4312 020 36641
L3: 15 Wdgn. 0,7 mm CuL, Innen-¢ 4 mm
L4: 3 Wdgn. 1,5 mm Cul, Innen-¢§ 12 mm
Ausgangsleistung und Wirkungsgrad s
bei I, € 180 ma, P, = 250 mW, 9, = 25°C: P, pa 2,5 W
>
. 4 50 ¢
5 N [TTTT] 6 T
N UCE:28V‘— ll;!;!!!
\ 9 = 25°C [ f = 175MHz
P, X \‘ P, 9= 25°C
\
Y P;=5
4 \\ v\ 4 AP 00mw
)
\ AL\ ’\:" /
VA 250 mW-
\ 3 7 A m
NNTRE /
\ N\ /
2 \H 2 » - 100mw—
\ NV ARED
N )J;b p 7
\ 8\1900)4’ ~
SN 2
(%) o+
19)2 /00+
0 1 512y 0
0 200 f (MHz) 400 0 20 Ueg (V) 40
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BFW 47/2 N 3553

Betriebsdaten als Frequenzverdoppler, f1 = 87,5 MHz, f2 = 175 MHz:

30pF
—o0
30pF
- N
= C
=
N 8&0
g I ues
o = S
"
e A
Q° [} e
<
o . ’ . O
109
Li: 5 Wdgn. 1 mm Cul, Innen-¢ 6 mm
L,: FXC-Drossel 4312 020 36641 o’-—l 10nF
Ly: 15 Wdgn. 0,7 mm Cul, Innen-¢ 4 mm “u '26‘
L4: 6 Wdgn. 1 mm Cul, Innen-@ 6 mm bat™ v
P, ] VPB)
LA . d
(W) (“le) P,=05W (
1 UBE=750 mV p 100 1B
/ Py
Pzw V.
|| p 10
_ = T
05 y. 744 50 - 9
4
L 8
0 0
0 50 p,‘(mw) 100 250 500 750 1'000U35(""V)
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BFW 47/2 N 3553

Betriebsdaten als Frequenzverdreifacher, fl = 156,7 MHz, f

2

w
(=]
©
N

7 MHz;

156
1

A

&=509

RL=5°Q

&

' /' -
abgestimmt auf

die 2. Harmonische I-"15nF
10Q
) Q

" Upar=28V"
L1: 1,0 mm Cul, 35 mm lgng, Chassisabstand 5,5 mm
L2: FXC-Drossel 4312 020 36641
L3: 1,0 mm CuL, 18 mm lang, Chassisabstand 5,5 mm
L,: 7 Wdgn. 0,5 mm Cul, #'3,5 mm
L5: 3 Wdgn. 1 mm Cul, ¢ 8,5 mm
L6: 2 Wdgn. 1 mm CuL, ¢ 7 mm
L7: 1,5 mm Cul, 40 mm lang, Chassisabstand 5,5 mm
Lg: 1 Wdg. 1,0 mm CuL, # 7 mm
Kollektorstrom: IC = 125
Eingangsleistung: P1 = 270
Ausgangsleistung: P2 = 1,5
Leistungsverstirkung: Vp = 7,5
Wirkungsgrad: n = 43

156
390
2,0
7,1

46

mW
w
dB

470MHz

,2=
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BFW 47/2 N 3553
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BFW 47/2 N 3553

IC CC
(mA) (pF)
400 1 Uee= [V “«0 Ig =
Y =25°C f =1MHz
9, = 250C
300 30
200 20
100 10
0 0
0 05 g v 0 20 40 U (V) 60
800 EEEE
Uge = 28V
fr MmN Upe = 28V
(MHz) = i~ (MHz) I =150mA
| ] Vi NNESIN
400 600
400
200
3,=25°C
200
% 200 w0 Y9 50 100 150
‘ I.(mA) 3 (°C)

222-69 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Verstdrker- und Schalteranwendungen

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC T0-18,
18 A 3 nach DIN 41 876

Der Kollektor ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

max.5,3 —=min.12,7r-

BFX 12
BFX 13

_Ii
-
; b
o43®
Kurzdaten: BFX 12 BFX 13
Kollektor-Sperrspannung -Ucp ¢ = max. 20 A
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Ucg ¢ = max. 15 v
Kollektorstrom, Scheitelwert -Ig y = max, 140 mA
Gesamtverlustleistung bei 9y = 45°C Piot = max. 260 mW
bei 8 = 100°C Pioy = max. 600 mW
Sperrschichttemperatur 85 = max. 175 °c
Gleichstromverstirkung
bei -Uqgp = 0,35 V, -Ig = 10 mA B = 20...60 50...250
Transit-Frequenz
bei ~Upg = 10 V, ~Ig = 10 mA tr 2 150 MHz
Rauschzahl
bei -Ug =6V, -Ig = 1 mA,
Rg = 500 @, f =1 kg F = 4 dB

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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BFX 12

BFX 13

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 ;. )

Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: -Ugp o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig = 0: -Ucg o = max. 15V
Emitter-Sperrspannung bei Iy = 0: -Ugp o = max. 5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: ~-Ig pv = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: -Ig gy = max. 140 mA
Basisstrom, Mittelwert: -1 Ay = max. 40 mA
umgekehrter Basisstrom, Scheitelwert: +lg y = max. 20 mA
negativer Emitterstrom, Scheitelwert: -Ig y = max. 20 mA
Gesamtverlustleistung bei 9y < os0c: Pi,t = max. 300 mW
bei 8 & 25°C: Pyoy = max. 1,2 W
Sperrschichttemperatur: 8y = max. 175 °C
Lagerungstemperatur: g = min. =65 ©°C
8 = max. 200 °C
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Riy v S 0,5 grd/mW
zwischen Sperrschicht und Gehduse: Rih 6 < 0,125 grd/mw
1,5
Botmux
(W)
AN
N
1 )
\:e%
N @oo
Gr
\\ u
N
N
0,5 AN
N
bez ™
(o] N
& ~Jen auf
7
- N
- N
0 0
0 50 100 150 95, 9,(°C) 20!
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BFX 12

Kennwerte: (bei 3J = 25°C, sofern nicht anders

Kollektor-Reststrom
bei —UCB =15 W IE = 0:

bei -Ugg = 15 V, Ip = 0, 95 = 150°C:
Emitter-Reststrom

bei —UEB = 3 V, IC = 0:
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei —IC =1 mA, —IB = 0,1 mA:

bei -Ip = 10 mA, -Ig = 1 mA:

bei -Ig = 10 wA, ~Ig = 1 mA, % = 150°C:

bei -Ip = 100 mA, -Ig = 10 mA:
Basisspannung

bei —IC =1 mA, —IB = 0,1 mA:

bei -Ig = 10 mA, -Iz = 1 mA:

bei ~Ic = 10 mwA, -Ig = 1 md, % = 150°C:

bei -Ic = 100 mA, -Ig = 10 mA:

Basisstrom
bei -UCB =1 V, IE = 10 mA:

Gleichstromverstirkung

bei ~Uep = 1V, -Io = 1 mA:
bei -Uep = 0,35 V, ~Ip = 10 mA:
bei ~Uep = 2 V, =Ip = 100 mA:

Transit-Frequenz
bei -Upg = 10 V, ~I; = 10 mA,
£y = 100 MHz:

Rauschzahl
bei -Uep = 6 V, ~I;

=1
R, = 500 @, £ = 1 ki

Kollektorkapazitat
bei -UCB =51V, IE = 0:

mA,
z!

Emitterkapazitat
bei -Ugg = 1 V, Ip = O:

Speicherzeit
bei -Ipx = 50 mA, -Igy = Igy = 5 mA:

*) AQL = 0,65 %

~Icn
-Icp

-Igp

-Ucg
~Uce

BFX13

angegeben)
BFX 12 BFX 13

0 = 1 (£ 10) oA *
0o = 0,5 (2 10) A
0o = 1 (5 10) na *

- 110 (S 200) mv
sat <
sat = 140 (=< 250) mV *
sat : 180 (2 300) mV
sat < 1,5 v

- 730 (X 780) oV
sat =
sat = 800 (702...900) mV
sat : 630 (= 700) mV
sat = 1,5 v

= 170...425 39...185 pA *

- 45 (218) 53 (2 18)

= 20...60 50...250

2 10

= 210(2150) 230(2150) MHz

.

= 4 aB
- 4,5 (X 8) pF
= 4 (5 6) pF
< 150 ns
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BFX 12
BFX13
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BFX 12

EEEREN TTTTTT
11T ULV A
-Ip “Uce =1V =Ugg= IV
- 9y =25°C I 9, =225°C
A sfe| @A)
ik BFX 13 BFX 12
] p
1,
I /
/
]
A/
50 50
1111
I 7
1
1
% 05 - 1 % 5
-Uge(V) “Ig(ma) 10
BFX13 T
°IB _IB |
(mA) “Upge=IV (mA) -Uge=1V ]
Py =25°C Yy =25°C "
4 5
1
T ]
3 I
|
f
2 25 i
]
/
! /
V.
0 0
0 05 1 0 5 1
~UpeV) % e

BFX 13
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BFX 12

BFX 13

- Uz Rmax
(v)
20

(mA)

100

T T T LI LI L L 103 RS

L T LI L A

117 1 J T T N R 1

L1 i

111 1 L O TInn

100 Re/Re 1000

50

Erlaubter Arbeits

bereich

fir beliebigen

Basis-Abschluf

Transistor

10

15

“Ue) 20

12.68
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BFX 12
BFX 13

Impulsbetrieb:

Der Grenzwert 37 max ¥ird nicht tber-
schritten, wenn folgende Bedingungen A Vi = 'p/r r=1 lfp
eingehalten werden P

(Stabilisierungszeit to = 100 s):

bei tp < to: j
9 - - PyR M
J Su - Polyn v
Py S Py + ~Jmex” U- OthU
th p l p
. . 2
bei tp > tg: '

gstax'sU

~V

Py ;
R —f tp fa—
th U
le—— T —ﬁbl
thp
(grd/mwW)
1
V=1 B
05 s
LU Lt 8!
02 L FT e
01 T T
0 i
0,01
= = = <
0 10° 102 0 1 0, (s 100
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BFX 45

SILIZIUM-NPN-PLANAR-EPITAXIAL-TRANSISTOR

. fir allgemeine professionelle Anwendungen

Mechanische Daten:
Geh#use: Kunststoff

MaBangaben in mm.

g
emaxb7> o =
c
max. | max. E £
024 | 5 = E
c
'A ——:erazg-———$
© v,
B I L R
Rr— E&*
] E J o S
' T s
<—>-max.2,5 min.2,3
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung - Ucp ¢ = max. 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucg ¢ = max. 20 v
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic y = max. 200
Gesamtverlustleistung bei 8y = 45 °C Piop = maXe 125 mW
Sperrschichttemperatur 83 = max. 125 oc
Gleichstromverstirkung
bei Upg = 0, I = 10 mA B = 100...400
Transitfrequenz
bei Ugp = 5V, Io = 10 mA tg 2 175 MHz
Rauschzahl
bei Upp = 5 V, Is = 100 pA, Rg = 2 kQ p
f =1 kHz, B = 200 Hz: F 2 8 dB
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BFX 45

Absolute Grenzwerte: (gifltig bis Sy max)

Kollektor-Sperrspanang bei Ip = 0: Ucp ¢ = max. 30 V
Kollektor-Emitter—Sperrspannung bei Ig = O: Upg ¢ = max. 20 Vv
Emitter-Sperrspannung bei Iy = 0: Ugg o = max. 5 V
Kollektorstrom: I = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: I¢ y = max. 200 mA
Emitterstrom, Scheitelwert: -1 g = max. 220 wmA
Gesamtverlustleistung: Piot = max. 125 oW
Sperrschichttemperatur: g = max. 125 °C
Lagerungstemperatur: $g = min. -30 °C
8g = max. 125 °C
Wdrmewiderstand:
Wdrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry v = 0,6 grd/mw
] 1T T
! I
;%t
(mW)
200
i
T
150
]
I
i
100 ]
g :
]
50
00 S0
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Kennwerte: (bei SJ = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Reststrom

BFX 45

bei Ugg = 20 V, Ip = 0: Icgo = 50 (% 500) oA
bei Ugg = 20 V, Ig = 0, 35 = 85 °C: Icg o = 1 (510)  uA
bei Upg = 30 V, Ip = 0 Icgo = 0,07 (510) uat)
Kollektor-Emitter-Reststrom
bei Ugy = 20 V, Ugg = 250 mV, 8; = 85 °C: Icg v = 10 uA
Emitter-Reststrom
bei Ugg = 2 V, I = O Tgp o = 10 nd
bei Upg = 2V, I =0, 95 = 85 °C: Igg g = 10 HA
bei Ugg = 5V, I = 0: Ippo = 0,05 (5 10) pA )
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei Ig = 10 mA, Iy = 330 uA: UCE sat = 80 (£ 200) mv
Basisspannung
bei Ig = 10 mA, Iy = 330 uA: U sat = 0,8 (5 1) \4
Basisstrom
. < 3 A
bei UCB =0, —IE = 3 mA: IB = 65 P\
i - I = . = 24...99 A
bei Upp = 0, -Ip = 10 mA: I =
Gleichstromverstirkung
bei Ugg = 0, -Ip = 3 mA: B 2 45
bei Ugg = 0, -Ip = 10 mA: B = 100...400 )
Transitfrequenz
bei Ugg = 5 V, Ip = 10 mA, £, = 100 MHz: fq 2 175 Mz
Rauschzahl
bei Ugp = 5V, Ig = 100 uA, R, = 2 k,
f =1 kHz, B = 200 Hz: F < 8 dB
Kollektorkapazitlt
bei Upg = 10 V, Iy = 0, £ = 1 MHz: C, - 3 (5 8) pF
Emitterkapazitat
. <
bei Upp = 5V, I, =0, f =1 MHz: c, = 5 (= 8) pF
+) AQL = 0,65 %
12.67
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BFX 45

Kennwerte, Fortsetzung:

-

Schaltyerhalten
Verzigerungszeit td = 30
bei cx = 10 mA <
Einschaltzeit t. =1t +t_ = 200
BX 1 mA ein d r
Abfallzeit -IBY = 1 mA tf e 40
. 9, o <
Ausschaltzeit U = 544460 C t =t_+ t, = 400
aus s £
Speicherzeit
bei ICx = IBX = -IBY = 10 mA: ts = 150
MeBschal tung:
Impulsgenerator: t 2 500 ns, t_ =t s 10 ns, R, = 50 Q, -U =
Tp ’ r £ [ ’ TM1p

Sampling-0Oszillograf: Ri =50 Q@

N
o
N
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BFX 45
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BFX 45
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BFX 45
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BFX

45
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BFX 45
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BFX 47

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
fiir Antennenverstédrker bis Bereich V

-

Mechanische Daten:
Gehduse: Metall, JEDEC T0-72,
18 A 4 DIN 41 876

Der AnschluB s ist mit dem
Gehiduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

¢ 08
E max
Foe——
=
§3max ¢ 127min
VX720036
Kurzdaten: .
Kollektor-Sperrspannung UCB ¢ = max. 30 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE p = max. 24 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 40 mA
Gesamtverlustleistung bei $U = 45% Ptot = max. 175 mw
Sperrschichttemperatur &J = max 200 °c .
Transit-Frequenz S
bei UCE =5V, IC = 20 mA fT = 1 GHz
Leistungsverstidrkung
bei UCE =9V, IC =14 mA, f = 750 MHz Vp = 15 dB
Ausgangsleistung
bei Uop = 9V, I, = 14 mA, £ = 750 MHz P, = 17 oW

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.23



NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
BFX 47

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 30 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei RBE = 1 kQ: UCE g = mex. 24V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 2,5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay T max. 20 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 40 mA
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur: 3J = max. 200 °C
Lagerungstemperatur: 35 = min. -65 °C
8g = max. 200 °

Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 0,88 grd/mw
zwischen Sperrschicht und Geh#duse: Rth G é 0,58 grd/mw

300
F%olmax
(mW)

200

N
ék?b ‘\‘Ee
e/ N\ 098
~ s %
N Qy C@f
N N, O
N
100 ™ N
-~
N NC
NN
0
0 50 100 150 9,,95(°C) 200
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BFX 47

Kennwerte: (bei 8 = 25°¢C)
Kollektor-Reststrom <

bei UCB =151V, IE =‘0: ICB 0 = 100 nA
Transit-Frequenz N

bei UCE =5V, IC = 2 mA: fT ; 1 GHz

bei UCE =51V, IC = 20 mA: fT = 1 GHz
Riickwirkungsleitwert

bei UCE =51V, IC =2 mA, f = 450 MHz: Yise = 1,550 mS

“Pioe = 102

Eingangskapazitit

bei UCE =5V, IC = 2 mA, f = 450 MHz: C11e = 3,8 pF
Ausgangskapazitit

bei UCE =5V, IC = 2 mA, f = 450 MHz: 022e k 2,0 pF
Leistungsverstdrkung 1) N

bei Uop =9V, I, =14 mA, f = 750 MHz: vp = 15 (= 12) dB
Ausgangsleistung 1) N

bei Uop = 9V, I, = 14 mA, f = 750 MHz: P, = 17 (£ 10) mwW

MeBschaltung fiir

O+

Ubat
VZ710016 —O-
C1 é 16 pF L1: Kupferband 1,5 mm x 4 mm x 20 mm, Chassisabstand 6 mm
C é 6 pF L,: 10 Wdgn. 0,7 mm CuL, Innen-¢ 4 mm
2 < 2
C, = 6 pF L,: 1 Wdg. 1,0 mm Cu, Innen-¢ 8 mm
3 < 3
C, = 6 pF L,: 1 Wdg. 1,0 mm Cu, Innen-§ 7 mm
Lg: 1 Wdg. 1,0 mm Cu, Innen-¢ 7 mm
Lg: 10 Wdgn. 0,7 mm CuL, Innen-¢ 4 mm
1) bei RL = 60 Q und einem Intermodulationsabstand von 30 dB
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.69
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BFY 67

2N 1613

BFY 68

SILIZIUM - NPN - PLANAR - TRANSISTOREN 2NI7N

fiir Verstdrker- und Schalteranwendungen

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC T0-39,
5 C 3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

¢ou8
_ max
i %
—T
| —=]
66 max 12,7min
X 72003
Kurzdaten: BFY 67 BFY 68
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 75 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 30 v
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 1 A
Gesamtverlustleistung bei 9; = 100°cC P, ., = mex. 1,7 W
: o
bei SU = 45°C Ptot = max. 0,7 :
Sperrschichttemperatur &J = max. 200 C
Gleichstromverstdrkung
bei UCE =10V, IC = 150 mA B = 40...120 100...300
Transit-Frequenz S
bei UCE =10V, IC = 50 mA - fT = 60 70 MHz
VALVO TRANSISTOREN 5.70
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BFY 67 -NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BFY 68

Absolute Grenzwerte: (glltig bis &J max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o0 = max. % Vv
- - bei < : =
Kollektor-Emitter-6perrspannung bei RBE 2 10 Q: UCE g = max. 50 V
bei IB = 0: UCE o = mex. 30 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. TV
Kollektorstrom, Mittelwert (tav £ 20 ms): IC Ay = Dbax. 0,5 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: Ic M = max, 1,0 A
. . <
Basisstrom, Mittelwert (tav = 20 ms): IB Ay = max. 60 mA
Basisstrom, Scheitelwert: IB M = max. 120 mA
Emitterstrom, Mittelwert (tav é 20 ms): -IE Ay = mex. 0,56 A
Emitterstrom, Scheitelwert: -IE M = max. 1,12 A
Gesamtverlustleistung: Ptot = max, 3 W
Sperrschichttemperatur: 8 = max. 200 °C
Lagerungstemperatur: &s = min. -65 °C
s = max. 200 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Geh#use: Rth G é 58 grd/w
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ripvu s 220 grd/w
3 . vz 731827
N
Prot max 4#
(W)
2 Qa;k
‘N(\
N
N
! <
bez, N
[~~==200en N,
irf\g \\
- N
° —
0 50 100 150 O, 9y (°C) 200
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Kennwerte: (bei 85 = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)

BFY 67
BFY 68

BFY 617 BFY 68
Kollektor-Reststrom
bei Ugg = 60 V, Ip = O: Icg o 3 10 nA
bei Ucg = 60 V, Ip = 0, 85 = 150 °C:  Igg o < 10 A
Kollektorstrom ’
bei Ugg = 75 V, Ig = O: Ig < 100 pA
Emitter-Reststrom
bei Ugy = 5 V, I = O: Igs o < 10 5 nA
bei Ugg = 5V, Ig = 0, 85 = 150 °C:  Igy o S 5 A
Emitterstrom
bei Ugg = 7V, Ig = O: Ig s 100 A
Kollektor-Emitter-Durchhruchspannung
bei I = 100 mA, By & 10 @: U(BR)CE B 2 50 v
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei I = 150 mA, Ip = 15 mA: UGk sat S 1,5 v
Basisspannung
bei Ig = 150 mA, Iy = 15 mA: Upg sat S )3 v
bei Ugg = 5 V, Ig = 1 mA: Upg s )9 v
Basisstrom
bei Ugg = 10 V, —Ip = 150 mA: Ig $ 3,65 1,5 mA
Gleichstromverstfrkung
bei Ugg = 10 V, I = 0,1 mA: B 2 20 35
bei Ugg = 10 V, Ig = 10 mA: B 2 35 75
bei Ugg = 10 V, Ig = 150 mA: B = 40...120 100...300
bei Ucg = 10 V, I = 500 mA: B 2 20 40
bei Ugg = 10 V, Ig = 10 mA, 9;=-55°C: B 2 20 35
Transit-Frequenz
bei Ugg = 10 V, Ig = 50 mA: o 2 60 70  MHz
KurzschluB-Stromvers térkung
bei Uogg = BV, Ig=1mA, f =1 kHz: B = 40...120  50...200
bei Ugp = 10V, I = 5 mA, f = 1 kHz: B = 35...150  70...300
Rauschzahl
bei UCE = 10 V, Ic = 0,3 IIA,
By = 500 @, £ = 1 kHz, B = 200Hz: F S 12 8 dB
VALVO TRANSISTOREN 1.66




BFY 67 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BFY 68

Kennwerte, Fortsetzung: (bei %5 = 25 oc)

Kollektorkapazitit
bei Usg = 10 V, Ig = O:

Emitterkapazitit
bei Upg = 0,6 V, Io = O:

KurzschluB-Eingangswiderstand

bei Upp = 5V, Io =1 mi, f =1 kHz:

bei Upp = 10V, I = 5 mA, £ = 1 kHz:
Leerlauf-Spannungsrickwirkung

bei Upp = 5V, Io = 1 mA, £ =1 kHz:

bei Upp = 10 V, I = 5 mA, f = 1 kHz:
Leerlauf-Ausgangsleitwert

bei Usp = 5V, Io = 1mA, f =1 kHz:

bei Uop = 10V, Io = 5 mA, f = 1 kHz:

Gesamt-Schaltzeit bei In y ~ 50 mA
(in nachstehender MeBschaltung)

-50V +20V

Eingangssignal: Rechteckimpulse
Tastgrad <2%
Impulsdauer 15ns
Anstiegszeit <1ns

Ausgangsspannung ngit Oszillograf
(Eingangsimpedanz 509 , Anstiegs-
zeit 04 ns) gemessen.

BFY_67 BFY_68
Ce s 25 pF
Ce . 80 pF
Bygp - 24...34 Q
hllb = 4,..8 Q
by, S 3.107% 5.107%
byay < 3.10 5.10™%
b - 0,1...0,5 us
22b ' ,
boop - 0,1...1,0 uSs
tattp+ty s 30 ns

Spannung anA

Spannung an B

- 15nS |a—
«1V +20V
oV
-1V +18V
N
=Y )

[t

|_+18V
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